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i E1 invento se r e f ie r e  a un método de fab ricac ió n  
de una."rebanada" o lámina elem ental p ro v is ta  de un micro- 
c i r c u i to  y que tie n e  un sistem a de p is ta s  conductoras que 
conducen desde e l  m icro c ircu ito  a l  menos a uno de lo s  bor­

5 des de l a  lámina elem ental y e s tá  a l l í  p ro v is ta  de un núme-4ro  de conexiones term inales, en el que se dispone una lámi­
na p r in c ip a l en la  cual se forman v a ria s  láminas elementa­
le s  que es tán  d ispuestas en un trazado reg u la r y que son 
contiguas en tre  s í  a lo  largo  de fu tu ras  lín e a s  de co rte , y

10 en el que sobre cada lámina elem ental se disponen un número 
de conexiones term inales en la  forma de re s a lto s  m etálicos 
depositados sobre mesetas de contacto  cerca de a l  menos una 
fu tu ra  l ín e a  de c o r te .

Los métodos del tip o  mencionado en la  in troducción
15 son im portantes, en tre  o tras  cosas, en la  fa b ricac ió n  de l á ­

minas elem entales p ro v is ta s  de m icroc ircu ito s (llamadas "pas­
t i l l a s "  o "p la q u ita s " ) , entendiéndose en re la c ió n  con esto  
que e l  término m icro c ircu ito  s ig n if ic a , por ejemplo, c i r c u i ­
to s  sem iconductores, e s tru c tu ra s  de tra tam ien to  de .dominios

2 0 de burbujas m agnéticas y agrupaciones de cabezas magnéticas 
de p e líc u la  delgada, que han de proveerse de conexiones te r ­
minales para conexión a c ir c u ito s  ex ternos.

Con e l f i n  de producir un gran número de conexio­
nes en una so la  operación y d e l modo m ás.estable posib le ,

25 es conocido por l a  tecno log ía de semiconductores u t i l i z a r  
e l  llamado método " f l ip  chip" (de in v ers ió n  de l a  p a s t i l la )  
Este método co n s is te  en la  p rev is ió n  de re s a l to s  m etálicos 
(llamados " re sa lto s  de soldadura") sobre una p laq u ita , s i e n ­
do- entonces in v e rtid a  l a  p laq u ita  y conectada a trav és  de

30 lo s r e s a lto s  m etálicos a un sistem a de conductores que está
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dispuesto  sobre un soporte y que asegura la  conexión a c i r ­
cu ito s  e x te r io re s .

En e s te  método conocido por la  tecno log ía  de semi­
conductores es usual en primer lugar disponer la s  p is ta s  
conductoras requeridas sobre una lámina p r in c ip a l y, después, 
d ep o sita r  por pu lverización  ca tód ica  una capa de recubrim ien­
to  de cuarzo, hacer agujeros en dicha capa eñ posiciones 
("m esetas") donde se desean conexiones term ina les, deposi­
t a r  entonces en fase  de vapor sobre la  capa de cuarzo una 
capa conductora a u x ilia r  que estab lece  contacto  con la s  me­
se ta s  a través de lo s  agujeros, disponer una máscara de fo - 
to rre se rv a  con abertu ras alineadas con la s  mesetas y depo­
s i t a r  entonces re s a lto s  m etálicos sobre dichas mesetas en 
una so lución  que contiene sa le s  m etá licas. Después de com­
p le ta rs e , la  capa conductora que aseguró durante e l depósi­
to  en fase de vapor la  conexión e lé c tr ic a  en tre  la s  mesetas 
debe se r  elim inada por ataque químico a f in  de a i s la r  eléc 
tricam ente en tre  s í  lo s  re s a l to s  m etálicos d esarro llad o s , 
después de lo  cual se co rta  la  lámina p rin c ip a l en láminas 
elem entales. De e s te  modo, e l número de operaciones del pro­
ceso-es muy grande en el método conocido.

Un objeto del p resen te  invento es c rea r un método 
de fab ricac ió n  de láminas elem entales con conexiones term i­
nales de r e s a l to  m etálico en e l cua l se reduce e l número de 
operaciones d e l proceso y en e l cual se e v ita , en p a rtic u ­
l a r ,  la  operación de ataque químico que es necesaria  en e l 
método conocido para elim inar la  capa conductora a u x il ia r .
No es p re fe rid a  la  operación de ataque químico convencional 
porque podría in f lu i r  de modo adverso sobre lo s  m icrocircu i­
to s  ya formados.

30
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Para ese f in ,  e l método de acuerdo con e l invento 
e s tá  ca rac te rizad o  porque se dispone sobre cada lámina e le­
mental una f ra n ja  o banda conductora que conecta en s e r ie  
mesetas de con tacto  s itu ad as cerca  de una misma l ín e a  de 
c o rte  y pasa a l menos dos veces a trav és de dicha l ín e a  de 
co rte  en tre  cada dos mesetas sucesivas y e s tá  l ib r e  de in - 

-te rsecc ion es, en e l que a l menos puede conectarse una de 
la s  mesetas a una fuente de tensión; porque e l costado de
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l a  lámina p rin c ip a l sobre e l cual e s tán  d isp u estas la s  mese-{- 
ta s  es enmascarado por medio de una capa a is la n te  que deja  
a l  descub ierto  la s  m esetas; porque se depositan  re s a l to s  me} 
tá l ic o s  sobre la s  mesetas de contacto  y porque se co rta  en­
tonces l a  lámina p rin c ip a l a lo  la rgo  de la s  lín e a s  de cor­
te  para obtener v a ria s  láminas- elem entales a f i n  de in te ­
rrum pir la  conexión e lé c tr ic a  en tre  la s  mesetas de contacto 

La v en ta ja  del método de acuerdo con e l invento 
re s id e  en e l hecho de que no es necesaria  una capa conducto} 
ra  a u x il ia r  (no es n ecesaria  l a  deposición en fase  de vapor 
de la  misma) que cúbra la  su p e rf ic ie  to t a l  para e l desarro­
l l o  e le c t r o l í t i c o  de lo s re s a l to s  m etálicos, puesto que se 
dispone un trazado  conductor esp ec ia l que co n sis te  en ban­
das conductoras (en forma de zig-zag) que conecta e lé c tr ic a  
mente en tre  s í  la s  mesetas de con tacto . Este trazado puede 
disponerse sobre l a  lámina p r in c ip a l simultáneamente con 
la s  mesetas y la s  p is ta s  conductoras y no n ec es ita  se r  elimi­
nado por medio de ataque químico porque, puesto que la  ban­
da conductora se extiende sobre la s  l ín e a s  de co rte  a modo 
de zig -zag , la s  conexiones e lé c tr ic a s  en tre  la s  mesetas de 
contacto  son interrum pidas automáticamente durante la  operaí 
c ión  de c o rte  a trav és  de la s  lín e a s  de co rte  de la  lámina
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p rin c ip a l en lám inas elem entales (ha de entenderse que e l 
término z ig -zag  s ig n if ic a  en p a r t ic u la r  un trazado que conec 
ta  cada una de la s  mesetas sobre una lámina elem ental dada 
a dos mesetas contiguas sobre una lámina elem ental co n ti­
gua.

Con e l f i n  de hacer p o sib le  una conexión f á c i l  a 
ana fuente de ten sió n  de la s  mesetas de contacto  de la s  lá ­
minas elem entales formadas en la  lámina p r in c ip a l, una re a - 
Lización d e l método de acuerdo con e l invento e s tá  c a rac te ­
rizada porque la s  láminas elem entales pueden disponerse en 
F ilas y columnas, m ientras que por f i l a  y por columna, re s ­
pectivamente, la s  mesetas de contacto  elem entales adyacente: 
astán d ispuestas en lín e a  y la s  bandas conductoras que la s  
:onectan están  conectadas en tre  s í .

En este  caso es posib le  conectar la s  mesetas por 
i l l a  y por columna, respectivam ente, a un conductor que e s tá  
Hspuesto en e l borde de la  lámina p rin c ip a l y pueden conec­
tarse a una fuen te de ten sió n . Si se desea, dicho conductor 
)uede e s ta r  formado alternativam ente por una p a rte  de un di: 
)ositivo  de su jec ión , con e l cual se so s tien e  l a  lámina p rijt- 
¡ipal cuando se dispone en un baño e le c t r o l í t i c o .  En e l casó 
<n que e l  proceso para dep o sita r lo s re s a l to s  m etálicos sea 
ua proceso de d e sa rro llo  o crecim iento e le c t r o l í t i c o ,  énton 
es, con e l f i n  de asegurar durante e l  proceso de d esa rro lló  
l e c t r o l í t i c o  que la  d is tr ib u c ió n  de co rr ie n te  sobre l a  l á -  
dna p rin c ip a l sea lo  más uniforme posib le  y, por tan to , 
os re s a lto s  m etálicos formados tengan una a l tu ra  uniforme,
.na re a liz a c ió n  ad ic ional d e l método de acuerdo con el in ­

vento e s tá  ca rac te rizad a  porque se disponen en lugares d e f i­
nidos de la  lámina p rin c ip a l ensanches o zonas de contacto
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para conexión d ire c ta  a una fuen te de ten sió n , cuyos ensan­
ches de contacto  es tán  conectados a la s  m esetas.

Cuando l a  lámina p r in c ip a l es cortada en láminas 
elem entales, (lo  cual puede r e a l iz a r s e , por ejemplo, median­
te  rayado, f ra c tu ra , serrado , ataque químico o por medio 
de un rayo lá s e r ) ,  es ventajoso  que la  operación de co rte  
no n ec es ite  ten e r lugar desde e l  lado sobre e l  cual e s tá  
d ispuesto  e l trazado de banda conductora, sino que pueda.co­
menzar sobre e l lado situado  en oposición. Para ese f in ,  una 
re a liz a c ió n  ad ic io na l del método de acuerdo con e l invento 
e s tá  c a ra c te r iz ad a  porque la  lámina p rin c ip a l puede formar­
se a p a r t i r  de un m ate ria l transp aren te  y porque l a  opera­
c ió n  de co rte  en láminas elem entales tien e  lu g ar a través 
de l ín e a s  de co rte  sobre e l lado de l a  lámina p rin c ip a l 
opuesto a l lado en que es tán  d isp u estas la s  mesetas de con­
ta c to .

20

Se u t i l iz a n ,  en p a r t ic u la r  en la  fa b ricac ió n  de 
sistem as de dominio de burbuja magnética, láminas p rin c ip a­
le s  de un m a te ria l transp aren te  en forma de su b s tra to s  de 
m a te ria l de granate s in té t ic o , por ejemplo g ad o lin io -g a lio -
- g ranate .

Aun cuando e l  método de acuerdo con e l  invento 
puede se r  u ti l iz a d o  en la  fa b r ic a c ió n  de v a rio s  tip o s  de 
"p laq u itas  de m ic ro c ircu ito " , l a  ap licac ió n  más im portante 
e s tá  en e l  campo de la  fab ricac ió n  de láminas elem entales 
con e s tru c tu ra s  de tratam iento  de dominio de burbuja magné­
t i c a  ("p laq u ita s  de burbuja m agnética"). En p a r t ic u la r  en 
e s te  caso es po sib le  formar no solamente la s  p is ta s  conduc­
to ra s , lo s  conductores l in e a le s  y la s  mesetas de contacto , 
sino  también l a  e s tru c tu ra  de tra tam ien to  de burbuja a par-

30
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Por consigu ien te , de acuerdo con e l invento se 
crea también un método de fa b ricac ió n  de una lámina elemen­
ta l  de burbuja magnética que e s tá  p ro v is ta  de una e s tru c tu ­
ra  de tra tam ien to  de burbuja y de un sistem a de p is ta s  con­
ductoras que se extiende desde e l mismo hasta  a l menos uno 
de lo s  bordes de 1 8  lámina y que e s tá  p rov isto  cerca de d i­
cho borde de un número de ccnexiones term inales para la  c.one-- - 
x ión a c irc u ito s  externos, disponiéndose un su b s tra to  no 
magnético sobre e l cual se d e sa rro lla  una capa magnética 
an iso tró p ica  en la  cual puede mantenerse l a  burbuja magnéti­
ca, disponiéndose encima de la  capa magnética una capa de 
m ate ria l m agnetizable eléctricam ente conductor, cuyo método 
e s tá  ca rac te rizad o  porque la s  e s tru c tu ra s  de tra tam ien to  de 
dominio de burbuja magnética para un número de láminas de 
burbuja elem entales mutuamente contiguas a lo  la rgo  de fu­
tu ra s  lín e a s  de co rte  de una lámina p rin c ip a l, se forman a 
p a r t i r  de la  capa magnetizable eléctricam ente conductora 
simultáneamente con p is ta s  conductoras y mesetas de contac­
to  por ataque químico, en e l que se forman sobre cada lámina 
de burbuja elem ental, cerca de a l menos una fu tu ra  l ín e a  de 
co rte , un número de mesetas de contacto  que e s tán  conecta­
das en s e r ie  por medios de una banda o fra n ja  conductora 
que a trav ie sa  dicha l ín e a  de co rte  a l  menos dos veces en tre 
dos mesetas sucesivas y e s tá  l ib r e  de in te rsecc io n es , en 
e l que a l  menos una de la s  dos mesetas puede conectarse a
una fuente de ten sió n , porque se enmascara entonces l a  capa 
eléctricam ente conductora por medio de una capa a is la n te  
que deja a l descub ierto  la s  mesetas de contacto ; porque se
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forman por crecim iento e le c t r o l í t ic o  re sa lto s  m etálicos so­
b re  la s  mesetas de contacto , y porque la  operación de co rte  
en v a ria s  lám inas de burbuja elem entales tien e  lugar a l 
tiempo que se interrum pen la s  conexiones e lé c tr ic a s  en tre  
la s  mesetas de con tacto .

El invento crea adicionalm ente una lámina p r in c i­
pal fab ricad a  u tiliza n d o  e l método de acuerda con e l inven­
to  y una lámina elem ental obtenida a p a r t i r  de e l la ,  a s i . 
como un c irc u ito  h íb rido  en e l cual t a l  lámina elem ental es­
tá  conectada directam ente a un sistem a de conductores d is ­
puesto sobre un soporte a trav és de re s a lto s  m etá licos.

Se d e sc r ib irá  ahora e l invento con más d e ta l le ,  a 
modo de ejemplo, con re fe re n c ia  a l  d ibujo . En e l d ibujo:

La f ig u ra  1 es una v is ta  en p lan ta  de una lámina 
p rin c ip a l que ha de se r  d iv id id a  en un número de láminas ele 
m entales en una etapa determinada d e l método de acuerdo con 
e l  invento;

La f ig u ra  2 es una v i s ta  diagram ática en p lan ta  
de. una p la q u ita  elem ental con una e s tru c tu ra  para una memo­
r i a  de burbujas magnéticas ("p laq u ita  de memoria de burbu­
ja " ) .

La f ig u ra  1 es una v is ta  en p lan ta  de una "rebana ­
da" o lámina 1 p rin c ip a l en l a  cu a l e s tán  formadas v a ria s  
láminas 2, 3, 4-, 5 e tc . elem entales. Las láminas elementa­
le s  comprenden m icro c ircu ito s uno de lo s cuales e s tá  rep re­
sentado a modo de ejemplo y e s tá  indicado por e l número 6 

de re fe re n c ia . La s ig u ien te  exp licac ión  se r e f ie r e  a láminas 
con e s tru c tu ra s  de tra tam ien to  de burbuja magnética, pero * 
la  exp licac ión  es también v á lid a  para láminas con c irc u ito s  
semiconductores y láminas con agrupaciones de cabezas magné-
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tic a s  de p e líc u la  delgada. Esto s ig n if ic a  que en la  f ig u ra  
! e l  m icro c ircu ito  6 es genérico para una e s tru c tu ra  de t r a  
tamiento de burbuja, un c irc u i to  semiconductor, o una agru­
pación de cabezas magnéticas de p e líc u la  delgada.

La fab ricac ió n  de láminas de burbujas magnéticas 
elementales es conocida por s í  misma (vease, por ejemplo,
.a pub licación  IEEE T ransactión  on Magnética,. volumen Mag.
1, número 5, septiem bre de 1975) páginas 1157-1159) pero 

¡e resum irán a continuación a modo de ejemplo t íp ic o  la s  
'peraciones más im portantes.

Una lámina 1 p r in c ip a l e s tá  formada por una capa 
.e burbuja magnética (espesor: 6 m ieras, composición (YSm )̂ 
Ga Fe)^O^g) desarrollada sobre la  cara  ( 1 1 1 ) de un su b s tra -  
o de gado lin io -'galio -granate  que tien e  un diámetro de 0 , 5  

m por medio de formación e p itá c tic a  en fase  líq u id a , siendo 
epositada por pu lverización  ca tód ica sobre la  capa de bur- 
u ja  una capa interm edia de cuarzo de un espesor de 8000 

ngstrom. Para la  formación de una e s tru c tu ra  de tra tam ien to  
e burbuja, se pu lveriza  catódicamente sobre la  capa de bur- 
u ja  re c u b ie r ta  de cuarzo una capa de 80% de Ni—20% de Fe, 
on un espesor de 4000 Angstrom ( s i  se desea, puede pulveri- 
arse en primer lugar sobre l a  capa de cuarzo una capa adhe- 
ente de 100 a 200 Angstrom de espesor de TiO). A través de 
na máscara de fo to rre se rv a  se forma un trazado en l a  capa 
e Ni-Fe (por medio de ataque químico por p u lverizac ió n  ca- 
Sdica) cuyo trazado comprende por lámina elem ental una es- 
ructu ra de tra tam ien to  de dominio de burbuja, p is ta s  con- 
nctoras y mesetas de contacto  para la s  conexiones term ina­
os. (Esto se exp licará  con d e ta lle  con re fe re n c ia  a la  figi^- 
3 2 ) . Dentro d e l alcance del invento se asegura que adicio
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nalmente una banda 7 conductora en zigzag conecta la s  mese­
ta s  8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 15, 1 6 , 17, 1 8 , 19 de dos lá ­
minas 20 y 21 elem entales tan to  mutuamente como en tre  s í .  Se 
disponen bandas s im ila res  en z ig -zag  sobre todas la s  lín ea s  
de co rte  en tre  láminas elem entales adyacentes a lo  largo  de 
la s  cuales han de re a liz a rs e  conexiones te rm in a les . Sin em­
bargo, para mayor c la rid ad , no e s tán  todas represen tadas en 
la  f ig u ra . A trav és  de la s  bandas se conectan en tre  s í  la s  
mesetas de contacto  por columna como se rep resen ta  en l a  f i ­
gura 1 (Es también posib le  la  conexión por f i l a  y, cuando 
se desea r e a l iz a r  conexiones term inales a lo  la rgo  de los 
cua tro  costados de una lámina elem ental, es p o sib le  conectar 
la s  bandas en tre  s í ,  tan to  por columna como por f i l a ) .  En 
e l borde de l a  lámina 1 p r in c ip a l, pueden* form arse ensanche: 
de contacto  esp ec ia les  (como se in d ica  por la  c i f r a  22 de 
re fe re n c ia )  para la  conexión a una fuente de tensión  exte­
r i o r  durante l a  deposición por crecim iento e le c t r o l í t i c o  de 
re s a l to s  m etá licos, que con stituy en  conexiones term inales, 
sobre la s  mesetas de con tacto . Tales ensanches de contacto 
esp ec ia les (por ejemplo, lo s ensanches 23, 24, 25 y 26 de 
contacto) pueden formarse también en e l cen tro  de la  lámina 
1 p r in c ip a l con e l f i n  de asegurar una d is tr ib u c ió n  de co­
r r ie n te  uniforme durante e l proceso de crecim iento e le c tro ­
l í t i c o .  Es también posib le  adicionalm ente que una banda con­
ductora en z ig -zag  sobre la  l ín e a  de co rte  en tre  dos láminas 
elem entales adyacentes conecte solamente la s  mesetas de con­
tac to  sobre una de la s  láminas elem entales. Véase, por ejem­
plo , la  banda 27 sobre la  lámina 5 elem ental.

Se dispone entonces una máscara de fo to rre se rv a  
sobre la  capa de Ni-Fe que deja a l descub ierto  la s  mesetas

30
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8 , 9, 1 0 , 1 1 , 1 2 , 13 y 14, 15, 1 6 , 17, 1 8 , 19, y a s í su cesi­
vamente. Se a lo ja  entonces la  lámina 1 p rin c ip a l en un miem­
bro de su jec ión  y se s i tú a  en un baño e le c t r o l í t i c o  a f in  
de hacer po sib le  e l .crecimiento de re sa lto s  m etálicos sobre 
la s  mesetas de con tacto . Puede u t i l i z a r s e  un baño de aleac ión  
e u té c tic a  Pb^Q-Sn^Q de so ldar para e l  baño e le c t r o l í t i c o .  S:. 
se desea, se disponen en primer lugar una o v a ria s  capas in ­
term edias.

Se elim ina la  máscara de fo to rre se rv a  entonces y 
se c o r ta  la  lámina 1 p r in c ip a l en láminas 2 , 3 , 4 , 5 . etc 
elem entales, por ejemplo por rayado, sobre e l lado tra se ro  
en lo s  lugares deseados que ind ican  la s  lín e a s  2 8 , 29, 3 0 , 
e tc . de co rte  (es im portante que e l  su b s tra to  de gadolin io- 
g a lio -g ran a te  u ti l iz a d o  sea tran sp a ren te ), y finalm ente se 
r e a l iz a  e l  co rte .

La f ig u ra  2 rep resen ta , a modo de ejemplo, una lá- 
.mina 31 elem ental obtenida del modo antes d e sc r ito  y que t i e ­
ne una e s tru c tu ra  de tra tam ien to  de burbuja que co n s is te  en 
dos su b estru c tu ras  id én tic a s  y que es t íp ic a  d e l m icro c ircu i- 
to  6 de la  f ig u ra  1 . En e s te  caso la s  su b estru c tu ras de t r a ­
tam iento de burbuja presentan  una organización denominada do 
bucle  mayor-menor con un bucle 32 mayor, bucles 3 3 , 3 3 ' me­
nores, e tc , una zona o unión 34 común de c o rr ie n te , un de­
te c to r  35 y un generador-aniquilador 3 6 . Están formados por 
crecim iento e le c t r o l í t i c o  re s a lto s  de a leación  de so ldar so­
b ré  la s  mesetas 37) 38, 39, 40, 41, 42 para la  conexión de 
l a  lámina a c irc u ito s  ex te rio re s .

Ha de observarse que donde se ha hecho re fe ren c ia  
anteriorm ente a e s tru c tu ra s  de tra tam ien to  de burbujas, e l 
término e s tru c tu ra s  se in te rp re ta  de acuerdo con lo  represeñ-
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i tado en l a  f ig u ra  2, es d e c ir  combinaciones de bucles mayo­
res-m enores, zonas o uniones comunes de c o rr ie n te , generado­
re s -a n iq u ila d o re s , y elementos s im ila re s . Como es sabido, 
lo s-b u c les  mayores-menores es tán  formados, por ejemplo, por 

5 ' trazados de Ni-Fe en la  forma de la s  denominadas b a rras  en 
T y b a rra s  en I .  En e l caso p resen te  también la s  p is ta s  43,

' 44, 45, 46, 47, 48 conductoras co rta s  que -llevan a la s  cone­
xiones term inales 37, 3 8 , 39, 40, 41, 42 es tán  hechas de Ni- 
Fe.

1 0  . *

REIVINDICACIONES
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Los puntos de invención propia y nueva que se pre­
sen tan  para que sean objeto  de e s ta  s o lic i tu d  de Paten te de 
Invención en España, por VEINTE años, son lo s que se recoger 
en la s  re iv in d icac io n es  s ig u ie n te s :

1 8 . -  Un método de fa b r ic a r  una "rebanada" elemen­
t a l  p ro v is ta  de un m icroc ircu ito  y que tie n e  un sistem a de 
p is ta s  conductoras que llev a n  desde e l  m icro c ircu ito  hasta 
a l  menos uno de lo s  bordes de l a  "rebanada" o lámina elemen­
t a l  y e s tá  p ro v isto  a l l í  de v a ria s  conexiones term inales, 
en e l  que se dispone una lámina p r in c ip a l en la  cual se fo r­
man un número de láminas elem entales que estén  d ispuestas en 
un trazado  re g u la r  y que son contiguas en tre  s í  a lo  largo 
de fu tu ra s  lín e a s  de co rte , y en e l  que se disponen, cerca 
de a l  menos una l ín e a  de co rte  fu tu ra , sobre cada p laq u ita  c 
p a s t i l l a  de lámina elem ental un número de conexiones term i-



1 0 0 6 1 .

l

5

10

15'

nales en l a  forma de re sa lto s  m etálicos depositados sobre 
m esetas, ca rac te rizad o  porque se dispone sobre cada lámina 
elem ental una banda o fra n ja  conductora que conecta en s e r ie  
mesetas de contactos situ ad as cerca de una misma lín e a  de 
c o rte  y a tra v ie sa  a l menos dos veces dicha l ín e a  de co rte  
en tre  cada dos mesetas de contacto  sucesivas y e s tá  l ib re  
de in te rsecc io n es , en e l que a l menos una de J a s  mesetas de 
oontacto  puede conectarse a una fuen te de ten sió n , porque e l 
lado de la  lámina p rin c ip a l sobre e l cual están  d ispuestas 
la s  mesetas se enmascara por medio de una capa a is la n te  que 
de ja  a l descub ierto  la s  mesetas de contacto ; porque se depo­
s i t a n  los r e s a l to s  m etálicos sobre la s  mesetas; y porque se 
c o r ta  entonces la  lámina p rin c ip a l a lo largo  de la s  lín eas  
de co rte  en un número de láminas elem entales a f i n  de in te ­
rrum pir la  conexión e lé c tr ic a  en tre  la s  mesetas de contacto.

2 S .- Un método de acuerdo con la  re iv in d ic a c ió n  14 , 
en e l  cual se  disponen la s  láminas elem entales en f i l a s  y 
columnas, ca rac te rizad o  porque por f i l a  y por columna, re s ­
pectivam ente, se disponen la s  mesetas de contacto  de lámina: 
elem entales adyacentes en l ín e a  y se  conectan en tre  s í  la s  
bandas conductoras que la s  unen.

3 8 . -  Un método de acuerdo con la  re iv in d ic ac ió n  
28, ca rac te rizad o  porque por cada par de f i l a s  y por cada 
par de columnas, respectivam ente, se disponen una s e r ie  de 
mesetas de contacto  sobre cada dos láminas elem entales con­
tig u as  cerca de sus fu tu ras  lín e a s  de co rte , cuyas mesetas 
de contacto  se  conectan mediante una banda conductora de t a l  
modo que cada meseta d ispuesta  sobre una lámina elem ental 
e s tá  conectada esencialm ente a dos mesetas adyacentes sobre 
l a  o tra  lámina elem ental.
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4 a .-  Un método de acuerdo con la  re iv in d icac ió n  
2a o la  re iv in d icac ió n  3&, carac terizado  porque la s  mesetas 
de contacto  se conectan por f i l a  y por columna, re sp ec tiv a ­
mente, a un conductor que se dispone en e l  borde de l a  lámi 
na p r in c ip a l y puede conectarse a una fuente de ten sió n .

5 - . -  Un método de acuerdo con la  re iv in d icac ió n  
4 a , ca rac terizad o  porque en lugares seleccionados de la  lán 
na p r in c ip a l se disponen ensanches de contacto que están  co 
nectados a la s  conexiones term inales para conexión d ire c ta  
a una fuente de ten sió n .

6 a . -  Un método de acuerdo con la  re iv in d icac ió n  
carac terizado  porque la  lámina se forma a p a r t i r  de un mate 
r i a l  tran sp aren te  y porque e l  co rte  en láminas elem entales 
t ie n e  lu g ar a tra v é s  de lin e a s  de co rte  sobre e l  lado de ls  
lámina p r in c ip a l opuesto a l  lado en que se disponen lo s re ­
s a lto s  m etá licos.

7 - . -  Un método de acuerdo con la  re iv in d icac ió n  
carac terizado  porque la s  p is ta s  conductoras, la s  bandas coi 
ductoras y la s  mesetas de contacto  consisten  en e l  mismo me 
t e r i a l  eléctricam ente conductor y se disponen en una so la  
operación d e l proceso.

8 a . -  Un método de acuerdo con la  re iv in d icac ió n  
l a ,  carac terizado  porque se d e s a r ro lla  una capa magnética 
an iso tró p ica  en la  cual pueden mantenerse dominios de bur­
buja magnética sobre la  lámina p r in c ip a l y se deposita  una 
capa de m ate ria l m agnetizable eléctricam ente conductor en­
cima de la  capa magnética., y porque se forman e s tru c tu ra s  
de tra tam ien to  de burbuja para la s  rebanadas elem entales a 
p a r t i r  de l a  capa magnetizable eléctricam ente conductora 
simultáneamente con la s  p is ta s  conductoras y la s  mesetas
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por medio de un proceso de ataque químico.
Un método de acuerdo con la s  re iv in d icac io  

nes 13 a 8 8 , ca racterizado  porque la  rebana elem ental obte­
n ida se asegura directam ente, a tra v é s  de lo s  re sa lto s  metá 
l íe o s , a un sistem a de conductores d ispuestos sobre un sopo:^ 
te .

108.- Un método de fa b r ic a r  una "rebanada" e le ­
mental p ro v is ta  de un m icrocircu ito  y que tie n e  un sistem a 
de p is ta s  conductoras.

' Tal y como se ha d e sc rito  en la  Memoria que an­
tecede, representado en lo s  d ibujos que se acompañan y para 
lo s f in es  que se han especificado .

E sta Memoria consta de quince hojas e s c r i ta s  a 
máquina por una so la  cara.

Madrid, 1 1.ABR.1978

03048VGD.
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